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Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: SIEMENS 

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy 
w obudowie metalowej TO-1, wyprowadzenia 
elektrycznie odizolowane od obudowy, wy-
prowadzenie kolektora oznaczone na obu-
dowie czerwonym punktem, do umocowania 
na chassis przewidziana jest płytka chłodząca, 
ciężar ok. 1 G 

Zastosowanie: stopnie wzbudzające i końcowe 
m.cz. średniej mocy, do układów przeciw-
sobnych dobierane parami. 

Typy podobne: OC75(Ph), GC518 (Tes) 
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Rys. 1-102. Płytka chłodząca 
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Warunek dobierania tranzystorów parami 

1,1(< 1,25) przy ~ I C = 50 mA, t /C B = 0 

1,1 ( < 1,25) przy - I c = 300 mA, t / c „ = 0 

2> RBE < 500 n 
3) (cose < 45°C 
4> z płytką chłodzącą 

Wartości graniczne 

— U CES max 32 V tj max 90 °c 
~ U c E R max 322) V htij — 55h- + 75 °c 
~~ UCB0 max 32 V P x tot max 11003) mW 
— UeBO max 10 V n 

thj~a max 300 °c/w 
^C max 1000 mA n 

^th j—c max 40 °c/w 
^B max 200 mA n 

thj-a max 104) °c/w 



Rys. 1-103. Zależność normowanego współ-
czynnika wzmocnienia prądowego od prądu 

kolektora 

Rys. 1-104. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-105. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 
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Rys. 1-106. Charakterystyki wyjściowe 
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•107. Charakterystyki wejściowe 1-108. Zależność prądu kolektora 
napięcia nasycenia kolektora 
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Rys. 1-109. Charakterystyka dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od temperatury 

otoczenia 
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Rys. 1-110. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia 


